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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Huitiéme partie: Transistors a effet de champ

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions te hvique éparés par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ees X b expiment “dans la plus grande

mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales g SrEECS ielles "par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la
dans leurs régles nationales le texte de la

e lf\yeu jue tous les Comités nationaux adoptent

La présente
semiconducte

Le/Comité dt , réuni a Londres en septembre 1982, a approuvé le remaniement
des Pubk ' 148 de la CEI qui consiste en une nouvelle articulation en fonction
des semicond traités. Toutes les parties constituantes ayant déja été approuvées par des
votes suivant la~Regle des Six Mois ou la Procédure des Deux Mois, il n’a pas été jugé
nécessaire d’organiser un nouveau scrutin.

Les informations relatives aux circuits intégrés qui figurent déja dans les Publications 147 et
148 seront dés lors incorporées a la Publication 748 de la CEL. Les informations relatives aux
essais mécaniques et climatiques qui figurent déja dans les Publications 147-5 et 5A seront dés
lors incorporées a la Publication 749 de la CEL

Cette norme sera tenue a jour en révisant et en élargissant son texte parallélement a la
poursuite des travaux du Comité d’Etudes n° 47 pour tenir compte des progrés effectués dans
le domaine des dispositifs 4 semiconducteurs. -

Note. — Les Publications 747, 748 et 749 annulent et remplacent, au fur et & mesure de la parution de leurs différentes
parties, les Publications 147 et 148.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 8: Field-effect transistors

FOREWORD

international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and th€
that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresse
the text of the IEC recommendation for their m
divergence between the IEC recommendation &nd
clearly indicated in the latter.

al conditions will permit. Any
¢ should, as far as possible, be

This standard h ¢ o) Technical Committee No.47: Semiconductor
Devices.

Publication 747-8 ca e sighth\ pdrt of a general standard on semiconductor devices,
IEC Publication 74 151 o general standards of Publication 747-1, the standards

the re-organization EC Publications 147 and 148 into the present device-oriented
e constituent parts had been previously approved by votes under the

Six Months’ Rule or™"T%o Months’ Procedure, a new vote was not deemed necessary.

Material concerning integrated circuits previously found in Publications 147 and 148 will
now be included in TEC Publication 748. Material concerning mechanical and climatic test
methods previously found in Publications 147-5 and 5A will now be included in 1EC
Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work
in Technical Committee No.47 continues and takes into account advances in the field of
semiconductor devices.

Note. — Publications 747, 748 and 749 supersede and replace, as their different parts are published, the Publications 147
and 148.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Huitiéme partie: Transistors a effet de champ

CHAPITRE I: GENERALITES

1. Note d’introduction

La présente publication doit étre utilisée avec la Publication 747-1 qui donne les
informations de base sur:

la terminologie;

les symboles littéraux;

les valeurs limites et caractéristiques essentielles:

les méthodes de mesure;

la réception et la fiabilité.

L’ordre des différents chapitres est confor
paragraphe 2.1.

ti 47-1, chapitre III,

2. Domaine d’application

ategories suivantes de transistors a

a effet de champ peut avoir une ou plusieurs grilles, il
vante:

Dispositifs a effet de champ
(une source, un drain, une ou plusieurs grilles)

Dispositifs a un

ou plusieurs canaux P ou plusieurs canaux N
Dispositifs Dispositifs Dispositifs Dispositifs
a jonction de grille a grille isolée a jonction de grille a grille isolée
Dispositifs Dispositifs Dispositifs Dispositifs
a déplétion a enrichissement a déplétion & enrichissement
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 8: Field-effect transistors

CHAPTER I: GENERAL
1. Imtroductory mote

As a rule, it will be necessary to use Publication 747-1 together with the present
publication. In 747-1, the user will find all basic information on:

terminology;

letter symbols;

essential ratings and characteristics;

measuring methods;

acceptance and reliability.

The sequence of the different chapters is in accordange
Sub-clause 2.1.

, Chapter III,

2. Scope

The present publication gives stand
transistors:

categories of field-effect

Since a field nsist ave one or several gates, the following classification
results:

Field-effect devices
(a source, a drain, one or several gates)

—

Devices with or Devices with one or
several P channels several N channels
Junction-gate Insulated-gate Junction-gate Insulated-gate
devices devices devices devices
Depletion type Enhancement type Depletion type Enhancement type ~
devices : devices devices devices
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CHAPITRE 1I: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX

1. Types de transistors a effet de champ
1.1 Transistor a effet de champ da canal N

Transistor a effet de champ ayant un canal conducteur de type N.

Y

1.2 Transistor a effet de champ a canal P

Transistor 4 effet de champ ayant un canal conducteur de type P.

1.3 Transistor a effet de champ a jonction de grille

Transistor 4 effet de champ ayant une ou plusieurs régions de qui forment une

ou des jonctions PN avec le canal.

1.4 Transistor a effet de champ a grille isolée

Transistor a effet de champ ayant une ou
électriquement du canal.

Note. — Quand”il n’y a aucun risque de confusion, on peut utiliser le terme abrégé «triode a effet de champ».

1.9 Transistor a effet de champ tétrode

Transistor & effet de champ possédant deux régions de grille indépendantes, une région
de source et une région de drain.

Note. — Quand il n’y a aucun risque de confusion, on peut utiliser le terme abrégé «tétrode a effet de champ».

2. Termes généraux

2.1 Région de source d’un transistor a effet de champ

Région a partir de laquelle les porteurs majoritaires circulent dans le canal.
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CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

1. Types of field-effect transistors
1.1 N-channel field-effect transistor

A field-effect transistor which has an N-type conduction channel.

1.2 P-channel field-effect transistor

A field-effect transistor which has a P-type conduction channel.

1.3 Junction-gate field-effect transistor

A field-effect transistor having one or more gate regions which
with the channel.
1.4 Insulated-gate field-effect transistor
A field-effect transistor having one or more gate electro
insulated from the channel.
1.5  Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor

An insulated-gate field-effect transistor in wi
electrode and the channel is oxide i

&layer between each gate

1.6  Depletion type field-effect transistor

A field-effect transistor having apprefiable chany conductivity for zero gate-source
v may\be tcreased or decreased according to the polarity

1.7

ubstantially zero channel conductivity for zero

1.8

Note. — Where no~confusion is likely to occur, the term may be abbreviated to “field-effect triode”.
1.9 Tetrode field-effect transistor

A field-effect transistor having two independent gate regions, a source region and a
drain region.

Note. — Where no confusion is likely to occur, the term may be abbreviated to “field-effect tetrode”.

2. General terms

2.1 Source region of a field-effect transistor

A region from which majority carriers flow into the channel.
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2.2 Région de drain d'un transistor a effet de champ
Région dans laquelle les porteurs majoritaires circulent en provenance du canal.

N

2.3 Région de grille d’'un transistor a effet de champ

Région associée a I'¢lectrode de grille, dans laquelle V’effet du champ électrique di a
la tension de commande s’exerce.

2.4 Fonctionnement en mode de déplétion

Fonctionnement d’un transistor a effet de champ, tel que la modification de la tension
grille-source de zéro a une valeur finie diminue la valeur absolue du courant de drain.

2.5 Fonctionnement en mode d’enrichissement

2.6 Canal

Mince couche de semiconducteur entre la régio
laquelle circule un courant contrdlé par la diff
et la source.

2.7 Substrat

2.7.1

Ici, «invérse» signifie: sens dans lequel le nombre de porteurs de charge du canal

diminue, et «direct» signifie: sens dans lequel le nombre des porteurs de charge du canal
augmente.

\

3.2 Tension de seuil (d'un transistor d effet de champ a enrichissement) (Vsgro))

Tension grille-source pour laquelle la valeur absolue du courant de drain atteint une
faible valeur spécifiée.

3.3 Tension de blocage (d'un transistor a effet de champ a déplétion) (Vise)

Tension grille-source pour laquelle la valeur absolue du courant de drain atteint une
faible valeur spécifiée.
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2.2 Drain region of a field-effect transistor

A region into which majority carriers flow from the channel.

2.3  Gate region of a field-effect transistor

A region associated with the gate electrode, in which the electric field due to the
control voltage is effective.

2.4 Depletion mode operation

The operation of a field-effect transistor such that changing the gate-source voltage
from zero to a finite value decreases the magnitude of the drain current.

2.5 Enhancement mode operation

The operation of a field-effect transistor such that changing
from zero to a finite value increases the magnitude of the drain &

2.6 Channel

A thin semiconductor layer between the source regiof
the current flow is controlled by the gate potential.

2.7 Substrate

2.7.1 Substrate (of a junction-gate fieltdkeffels
field-effect transistor)

strate  (of an insulated-gate

An insulat
and the thin semj

3. Terms related to

Note. &~ When\sevetal_distinctive forms of a letter symbol exist, the most commonly used form is given.

3.1 “Reverse” and “forward” directions

Here, “reverse™ means: the direction in which the channel carriers are decreased
(depleted), and “forward” means: the direction in which the channel carriers are
increased (enhanced).

3.2 Threshold voltage (of an enhancement type field-effect transistor) ( Vasroy)

The gate-source voltage at which the magnitude of the drain current reaches a
specified low value.

3.3 Cut-off voltage (of a depletion type field-effect transistor) ( Visori)

The gate-source voltage at which the magnitude of the drain current reaches a
specified low value.
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;

3.4 Courant résiduel de grille (d'un transistor a effet de champ a jonction de grille)
Courant circulant dans la borne de grille d’un transistor & effet de champ a jonction
lorsque la jonction de grille est polarisée en inverse.
3.5 Courant de fuite de grille (d’un transistor a effet de champ a grille isolée)

Courant de fuite circulant dans la borne de grille d’un transistor a effet de champ a
grille isolée.

3.6 Capacité d'entrée

Capacité entre les bornes de grille et de source, le drain étant court-circuité a la
source vis-a-vis de signaux dynamiques, dans des conditions polarisation et de
fréquence spécifiées.

3.7 Résistance grille-source (rsg)

Résistance en courant continu entre les bornes de gritleset
grille-source et drain-source spécifiées.

houtvdes tensions

4. Symboles littéraux

4.1 Généralités

Les articles 2, 3 et 4 de la

En plus
paragraphe

( NoMésignation Symbole littéral Observations

4.3.1 Tensions

Tension (continue) drain-source Vos

Tension (continue) grille-source Vas

Tension grille-source au blocage (d’'un
transistor 4 effet de champ a jonction
et d’un transistor a effet de champ a
grille isolée du type a dépiétion)

Vasioreys Vosorr

Tension de seuil grille-source (d’un
transistor a effet de champ a grille
isolée du type & enrichissement)

Vosts Vasams Vasao)
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3.4 Gate cut-off current (of a junction-gate field-effect transistor)
The current flowing in the gate terminal of a junction field-effect transistor when the
gate junction is biased in the reverse direction.
3.5 Gate leakage current (of an insulated-gate field-effect transistor)
The leakage current flowing in the gate terminal of an insulated-gate field-effect
transistor.
3.6 Input capacitance

The capacitance between gate and source terminals with the drain short-circuited to the
source for a.c. signals, under specified bias and frequency conditions.

3.7 Gate-source resistance (rs)

The d.c. resistance between gate and source terminals a
drain-source voltages.

4. Letter symbols

4.1 General

Clauses 2, 3 and 4 of Publication 74%. . app

4.3 List

Name and WOn Letter symbol Remarks

4.3.1 Voltages

Drain-source (d.c.) voltage Vis
Gate-source (d.c.) voltage Vs
Gate-source cut-off voltage (of a junction Vasorrs Vasorr

field-effect transistor and of a deple-
tion type insulated-gate field-effect tran-
sistor)

Gate-source threshold voltage (of an Vosts Vasuns Voseroy
enhancement type insulated-gate field-
effect transistor)

Full document details: IEC 60747-8 1984
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Nom et désignation Symbole littéral Observations

43.1 (suite)

Tension directe (continue) grille-source Vase
Tension inverse (continue) grille-source Visr
Tension (continue) grille-drain ) Von
Tension (continue) source-substrat Vas: Vsu
Tension (continue) drain-substrat Voes Vou
Tension (continue) grille-substrat Vas: Vau

Tension grille-grille (pour les dispositifs a Voi—o»
plusieurs grilles)
[N

Tension de claquage grille-source, le drain Vigriass

étant court-circuité a la source
4.3.2 Courants Q \ >
Courant (continu) de drain Q \ \

D
>

Courant de drain, dans des conditions
grille-source spécifiées

ID
IDS
Courant de drain, pour une résistance V
grille-source extérieure spécifiée (\

Courant de drain, la grille étant N
court-circuitée a la source (Vg5 = 0)

Courant (continu) de sour% \ “ \I\\/
Courant de source, dan des\&{nditi% N
grille-drain spécifiéfs\
Courant de urc 1 &
court-circui@ =

Courant résiduel de grille (d’un transistor
a effet de champ a jonction), le drain
étant court-circuité a la source

IGSS

Courant de fuite de grille (d’un transistor
a effet de champ .a grille isolée), le
drain étant court-circuité a la source

IGSS

Courant de fuite de grille (d’un transistor
a effet de champ 4 jonction), dans des
conditions de circuit drain-source
spécifiées

IGSX

Courant de substrat Is: I,
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Name and designation Letter symbol Remarks

4.3.1 (continued)

Forward gate-source (d.c.) voltage Ves
Reverse gate-source (d.c.) voltage Vesr
Gate-drain (d.c.) voltage Ven
Source-substrate (d.c.) voltage Vas: Ve
Drain-substrate (d.c.) voltage Vor: Vi
Gate-substrate (d.c.) voltage Ve Vau

Gate-gate voltage (for multi-gate devices) Ve_an

A( N
Gate-source breakdown voltage with drain Visrass
short-circuited to source .
432 Currents & \\ \)
Drain (d.c.) current I, & \\ B

N
Drain current, at a specified gate-source Tsex / \>
condition ( 7
Drain current, at a specified (external) Ly \/
gate-source resistance (\
Drain current, with gate short-circuited to s
source (Vg = 0)

Source (d.c.) current

Source current, at a specified 'te}\a\i{ m)
condition [\ N
\&)S

Source current, with te .hort-circik%
to drain (V,, = 0&
Gate (d.c.) current (\ \) L.
( ) A /\ G
Forward gate current < \ / L,
J
w

Gate cut-off curdent jugction_ fiely- Lo
effect t?i\sto, ithN\solyce h-

circuited
Gate cut-off cu nmf a Mn field- Liso
effect transistor);\ with \drain open-

circuited

Gate cut-off current (of a junction field- I
effect transistor), with drain short-
circuited to source

Gate leakage current (of an insulated- Iiiss
gate field-effect transistor), with drain
short-circuited to source

Gate cut-off current (of a junction field- Tosx
effect transistor), with specified drain-
source circuit conditions

Substrate current Iy; 1,
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Nom et désignation Symbole littéral Observations

4.3.3 Dissipation de puissance

Dissipation de puissance (continue) drain- P
source

43.4 Résistances (ou conductances) et capacités

Résistance drain-source

t : Tiss Fus
Résistance grille-source Tass Fa
Reésistance grille-drain Fops T
Résistance de grille (pour Vs = O ou v, = 0) Tosss e

Résistance drain-source a 1’état passant Tosonys Tasiom s Foson

Résistance drain-source a I’état bloqué Fosorrrs Fastornys Fosofs

Capacité grille-source, le drain étant en Ceo
circuit ouvert (les circuits drain-source
et grille-drain étant en circuit ouvert au
point de vue alternatif)

Capacité grille-drain, la source étant en Cuao \
circuit ouvert (les circuits drain-source
et grille-source étant en circuit ouvert
au point de vue alternatif) /\

Capacité drain-source, la grille étant en CS\)
circuit ouvert (les circuits grille-drain ¢ G

grille-source étant en circuit ouvert gu
point de vue alternatif)

Capacité d’entrée en montage sourc e
commune, la sortie étant
court-circuit; capacité
drain et la source éta

Capacité de sortie |en ¢ \ﬂ/ Con,
commune, entré é
circuit; capg e\ drain-sourge (1 i
et la source\ £ i
point de vue al@q
A\
en

Conductance &entiéeN\en nWsoce L
communex_la\ soitie \¢tant\ en court-
circuit

N

Corduct d rtie er\ montage source Zons
enfxéeN&tanten court-circuit

Capacité dexgactioly en montage source C..; Co.
commune, I'entséé étant en court-circuit

au point de vue alternatif

Capacité de sortie en montage drain Cis Gy, -
commun, l’entrée étant en court-circuit
(la grille et le drain étant en
court-circuit au point de vue alternatif)

4.3.5 Paramétres y en petits signaux en montage source commune et paramétres du circuit en 1 équivalent (voir
figures 1, 2 et 3, page 23)

Admittance d’entrée, la sortie étant en Y = Rey,, + joC,
court-circuit Y, = Reyy + joC,

Admittance de transfert inverse, lentrée Vi = Rey, + joC,
étant en court-circuit Py = Reyny + joChy
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Name and designation

Letter symbol

Remarks

4.3.3 Power dissipation

Drain-source (d.c.) power dissipation Py
4.3.4 Resistances (or conductances) and capacitances
Drain-source resistance Toss Fus
Gate-source resistance Foss Ty
Gate-drain resistance Tons tw
Gate resistance (with Vs = 0 or v, = 0) Fosst Fuss

Drain-source on-state resistance

Tosonys Fastonys Tdsen

Drain-source off-state resistance

source and gate-source open-circuited
to a.c.)

gdo

Toscorrs Tasorns Fosoft (\
. . . N
Open-circuit gate-source capacitance (drain- C.
source and gate-drain open-circuited
to a.c.) ' /\ w
Open-circuit gate-drain capacitance (drain- C

Open-circuit drain-source capacitance (gate-
drain and gate-source open-circuited
to a.c.)

Short-circuit input capacitance in common-

source configuration; gate-source
capacitance (drain-source short-gircuited
to a.c.)

1N

(@

iss > I

Short-circuit output capacitange
source

configuratien;
capacitance (gate-§ S
to a.c.)

on- e
drain-sseurce
sport-circdite

N

common-drain configuration (gate-drain
short-circuited to a.c.)

A\

Short-circuit input conductancsin ¢ n%v—\ e

source conﬁglm
L N

Short-circuif output sonductance ilncommon- Zous
source configurati

Common-source rWer capacitance C.; C
with input short-circut to a.c.

Short-circuit output capacitance in Cois Cang,

1, 2 and 3, page 23).

43.5 Small-signal y parameters in common-source

configuration and n equivalent circuit parameters (see Figures

Short-circuit input admittance

Vs = Re(yin + jw is
Yus = Reyyy, + joG,

Short-circuit reverse transfer admittance

Full document details: IEC 60747-8 1984
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Nom et désignation Symbole littéral Observations

4.3.5 (suite)

Admittance de transfert direct, la sortie = Reyry + jImgyy
étant en court-circuit yv,i = Reyy, + jlmg,

Admittance de sortie, P'entrée étant en Yo = Rey, + joG,
court-circuit Yy = Repm,y + joGy,

Module de Vadmittance de transfert ‘ym'; \y,zj

inverse, I’entrée étant en court-circuit

Phase de I'admittance de transfert inverse, Duss P
I’entrée étant en court-circuit

Module de I'admittance de transfert direct, ly“' yz,,‘

la sortie étant en court-circuit

A( /N
Phase de I'admittance de transfert direct, G5 Py,
la sortie étant en court-circuit

Conductance grille-source (dans le circuit &
en 5 équivalent)

Conductance grille-drain (dans le circuit 8 \

en 7 équivalent) /\
Conductance drain-source (dans le circuit w

en 71 équivalent) /Q {\

- ) <~

Transconductance directe (dans le circuit B\ Er \/

en 7z équivalent)
Capacité grille-source (dans le circuit |en N

7 équivalent) “

N

Capacité grille-drain (d le ircuit en
équivalent)

Capacite dra (dans ircu C,.
b4 equlval
4.3.6 Autres pa@eh\

Gain en pu1sg§ é\ G,; G

i
Fréque pu e w montage fo
TMu\\\) v, ,

Facteur de\bﬂk > F

Coefficient de température du courant de o4
drain
Coefficient de température de la résistance %

drain-source

Retard a la croissance Eyom)

Retard a la décroissance Lot

Temps de croissance t, Temps de commutation
(voir figure 4, page 24)

Temps de décroissance t,

Temps total d’établissement t, L = lyomy T 1,

Temps total de coupure Ly L = Tyory T 4

J ¢
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Name and designation Letter symbol Remarks

4.3.5 (continued)

Short-circuit forward transfer admittance Vi = Reyey + jIm,,
Yoy = Re()zm + jlm(yzm

Short-circuit output admittance Yo = Rey, + joC

o8

Yoo = Regn, + joC,,

Modulus of the short-circuit reverse ‘y,s‘; |y,:\
transfer admittance

Phase of the short-circuit reverse transfer Doss Py
admittance

Modulus of the short-circuit forward trans- ‘yﬁl; ‘ym\\
fer admittance
AN
Phase of the short-circuit forward transfer Dy Py
admittance
AN

Gate-source conductance (in the x equi- 8
valent circuit) /\
Gate-drain conductance (in the 7m equi- 2 /_ \ \\)

valent circuit)

Drain-source conductance (in the x equi- o \)
valent circuit) /(\ /\
. . N D
Forward transconductance (in the 7 equi- RN
valent circuit)

Gate-source capacitance (in the 7z equi- C

o
valent circuit) “
Gate-drain capacitance (in the n\eq{{ }})

valent circuit)

Drain-source capacitange (in( the 7 “eghi- "
valent circuit) &
43.6 Other parameters (\ \/\\)
A\

Power gain Go: G

Cut-off frequenw}l@ Fn
configurati
Bl \_
Noise volta%\\\ > V.

[}

Noise figure > F
Temperature coefficient of drain current o
Temperature coefficient of drain-source Xy,
resistance
Turn-on delay time Taton)
Turn-off delay time Lyjorty
Rise time A Switching times
(see Figure 4, page 25)
Fall time 1,
Turn-on time L. bn = lyomy T 14
Turn-off time Lo Lig = e T &

J
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FIGURE 3

Paramétres y en petits signaux en montage source commune et paramétres du circuit en
T équivalent

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60747-8 1984


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60747-8-1984
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60747-8-1984

747-8 © 1EC 1984 — 23 —

lg — G? ,?D —~——— /g

| l
Vlgs Yis Vds-¥rs Vgs-yis Yos V:lis

|

| |
sb | Ls

305174

FIGURE 1
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FIGURE 3

307174

Small-signal y parameters in common-source configuration and 7 equivalent circuit
parameters
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100

Impulsion d'entrée

sion de sotrtie

A
- ]
/t;drﬁt Q P

toff ———=

. —\Jemps de commutation. 132/84

4.3.7 Transisto
AN
Nom%t éﬁiémtion \/ Symbole littéral Observations

Différence entWo rawmte de I, — I, La plus faible valeur est soustraite de
grill Ies nsitors ¥ effet de la plus forte valeur

ifférence entre
rille (pour les

Rapport des colMde drain pour une Ings1/ Inssa La plus faible des deux valeurs figure
tension grille-source nulle au numeérateur

Différence des conductances de sortie en Zosl — Los2 La plus faible valeur est soustraite de
petits signaux et en source commune la plus forte valeur

Rapport des conductances de transfert direct 81/ 82 La plus faible des deux valeurs figure
€n petits signaux et en source commune au numeérateur

Différence des tensions grille-source Vasi = Vosz La plus faible valeur est soustraite de

la plus forte valeur

Variation de la différence des tensions |A(V051—Vasz)|Ar
grille-source entre deux températures
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% A

— 25 —

100

Input pulse

90

100

%y

4.3.7 Matched-pair zeh<e>$e\ ansis{o
A\

132/84

Name and dg\ign}\io\t\

/

Letter symbol

Remarks

and
(for

o~ e

32

The smaller value is subtracted from

the larger value

Ratio of drain currentsMero gate-source

II)SSW/IDSSZ

The smaller of the two values is taken

voltage as the numerator

Difference of small-signal common-source Gos1 — Lo The smaller value is subtracted from
output conductances the larger value

Ratio of small-signal common-source forward i/ & The smaller of the two values is taken
transfer conductances as the numerator

Difference of gate-source voltages Vosi — Vo The smaller value is subtracted from

the larger value

Change in difference of gate-source voltages
between two temperatures

‘A( Vosi — (iSZ)‘A'I
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CHAPITRE III: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

1. Geéneralites

1.1 Catégories de dispositifs

Les transistors a effet de champ sont divisés en trois catégories:
Type A Type a jonction de grille.
Type B Type a grille isolée a déplétion.
Type C Type a grille isolée a enrichissement.

1.2 Dispositifs a grilles multiples

Pour les dispositifs a grilles multiples, les valeurs limites et les Etistiques de grille
exigées doivent étre données pour chaque grille séparéme
prescrit différemment.

1.3 Précautions de manipulation

A cause de la trés grande résistance d’entrée<des Mransigtars a\effet de champ, la
couche isolant la grille (pour les types a grille 1solée ioh de grille (pour les

élevée peut se développer,
électrostatiquement, aux courams

de personnes chargées

Lorsqu’on manipule ces dispe S it en \conséquence observer les précautions de
manipulation, données dans la Pul i

2. Valeurs limites TYPES
2.1  Températures A B
2.1.1 Temp et maximale (T,) + +
t minimale et maximale (température + + +
n point de référence) (7., ou T.)
tign~de puissance totale maximale dans le domaine spécifié + + +
ure$ de fonctionnement. On doit indiquer les exigences
2.3 Tensions et courants
Les valeurs limites doivent é&tre de préférence indiquées par une
courbe dans le domaine des températures de fonctionnement, ou a
25°C et a une autre température de fonctionnement plus ¢levée
spécifiée, choisie dans la liste de la Publication 747-1, chapitre VI,
article 5.
2.3.1 Tension drain-source maximale, dans des conditions spécifiées + + -+
2.3.2 Tension grille-source inverse maximale et, s’il y a lieu, tension + + +
grille-source directe maximale, dans des conditions spécifiées
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CHAPTER III: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS

1. General

1.1 Device categories

Field-effect transistors are divided into three categories:
Type A Junction-gate type.
Type B Insulated-gate depletion type.
Type C Insulated-gate enhancement type.

1.2 Multiple-gate devices

For multiple-gate devices, the required gate ratings and characterist

for each gate separately, except where otherwise stated.

1.3 Handling precautions

be given

types) may be

When handling these devices, the ' and given in Publication 747-1,

Chapter IX, Clause 1, shall therefore

2. Ratings (limiting values)

2.1  Temperatures

2.1.1 Minimum @

2.1.2 Minimum angd Ag temperatures, ambient or

dissipation over the specified range of
Any special requirements for ventilation

and/or mounting shall be stated.

2.3  Voltages and currents

Ratings shall be given preferably by a curve over the range of
operating temperatures, or at 25°C and one other higher operating
temperature, chosen from the list in Publication 747-1, Chapter VI,
Clause 5.

2.3.1 Maximum drain-source voltage, under specified conditions

2.3.2 Maximum reverse gate-source voltage and, where appropriate,
maximum forward gate-source voltage, under specified conditions
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